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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳｉＯ2 、Ｂ2 Ｏ3 、Ａｌ2 Ｏ3 、アルカリ土類酸化物及びアルカリ金属酸化物を含有
するホウケイ酸塩ガラスフリット４４重量％～６５重量％と、
　Ａｌ2 Ｏ3 、ＳｉＯ2 、３Ａｌ2 Ｏ3 ・２ＳｉＯ2 、（Ｍｇ，Ｆｅ3+）2 Ａｌ4 Ｓｉ5 

Ｏ18、ＭｇＡｌ2 Ｏ4 、ＭｇＳｉＯ3 、Ｍｇ2 ＳｉＯ4 、ＭｇＢ2 Ｏ4 、ＳｒＳｉＯ3 、
ＳｒＡｌ2 Ｓｉ2 Ｏ8 、ＳｒＢ2 Ｏ4 、ＺｎＡｌ2 Ｏ4 及びＺｒＳｉＯ4 の中から選択さ
れた１種又は２種以上の充填材３４重量％～５５重量％と、
　ＺｒＯ2 、ＴｉＯ2 、Ｌａ2 Ｏ3 及びＷＯ3 の中から選択された１種又は２種以上の核
形成剤０．１重量％～５重量％と、
を含むことを特徴とする低温焼成用低誘電率セラミック誘電体組成物。
【請求項２】
　前記ホウケイ酸塩ガラスフリットは平均粒度１μｍ～４μｍであることを特徴とする、
請求項１記載の低温焼成用低誘電率セラミック誘電体組成物。
【請求項３】
　請求項１又は２の前記セラミック誘電体組成物を８００℃～９５０℃で低温焼成させて
製造した低誘電率セラミック誘電体。
【請求項４】
　誘電率４．５～６．０（１ＭＨｚ）、誘電損失率０．０４％～０．１％及び機械的強度
２００ＭＰａ～２５０ＭＰａであることを特徴とする、請求項３記載の低誘電率セラミッ
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ク誘電体。
【請求項５】
　ウォラストナイト、ランキナイト、ラーナイト、ハトルライト、ディオプサイド、及び
アノーサイトの中から選択された１種又は２種以上の結晶相を含むことを特徴とする、請
求項４記載の低誘電率セラミック誘電体。
【請求項６】
　ＳｉＯ2 、Ｂ2 Ｏ3 、Ａｌ2 Ｏ3 、アルカリ土類酸化物及びアルカリ金属酸化物を乾式
混合した後、前記混合物を１４５０℃～１６５０℃で溶融及び急冷してガラスを得る第１
段階と、
　前記ガラスを粗粉砕及び微粉砕させて平均粒度１μｍ～４μｍのサイズを有するホウケ
イ酸塩ガラスフリットを得る第２段階と、
　Ａｌ2 Ｏ3 、ＳｉＯ2 、３Ａｌ2 Ｏ3 ・２ＳｉＯ2 、（Ｍｇ，Ｆｅ3+）2 Ａｌ4 Ｓｉ5 

Ｏ18、ＭｇＡｌ2 Ｏ4 、ＭｇＳｉＯ3 、Ｍｇ2 ＳｉＯ4 、ＭｇＢ2 Ｏ4 、ＳｒＳｉＯ3 、
ＳｒＡｌ2 Ｓｉ2 Ｏ8 、ＳｒＢ2 Ｏ4 、ＺｎＡｌ2 Ｏ4 及びＺｒＳｉＯ4 の中から選択さ
れた１種又は２種以上の混合物を粉砕して混合粉末を得た後、これを１，０００℃～１，
２００℃の範囲で空気中で２時間～３時間か焼させて充填材を得る第３段階と、
　前記ホウケイ酸塩ガラスフリット４４重量％～６５重量％、前記充填材３４重量％～５
５重量％、及びＺｒＯ2 、ＴｉＯ2 、Ｌａ2 Ｏ3 及びＷＯ3 の中から選択された１種又は
２種以上の核形成剤０．１重量％～５重量％を混合した後、これを８００℃～９５０℃で
焼成させる第４段階と、
を含むことを特徴とする低誘電率セラミック誘電体の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＳｉＯ２、Ｂ２Ｏ３、Ａｌ２Ｏ３、アルカリ土類酸化物及びアルカリ金属酸化
物を含有するホウケイ酸塩ガラスフリット４４重量％～６５重量％、充填材３４重量％～
５５重量％、及びＺｒＯ２、ＴｉＯ２、Ｌａ２Ｏ３及びＷＯ３の中から選択された１種又
は２種以上の核形成剤０．１重量％～５重量％とを含む低温焼成用低誘電率セラミック誘
電体組成物及びこれを低温で焼成して製造した低誘電率セラミック誘電体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在移動通信分野では電子部品素子の高速化及び高集積化の要求に応じて、信号転送速
度を早くすることができ高集積化を可能とする低誘電性と強度が良好な特性を有する基板
材料の必要性が高くなっている。
【０００３】
　特に、このような基板材料は伝導性が優れたＡｇ或いはＰｄ／Ａｇ、Ａｕなどのような
導体材料を使用することができなければならないことで、絶縁層の厚さと微細回路パター
ンを構成することができなければならないため、９５０℃以下の低温での焼成が要求され
ていた。このような要求に合わせて最近注目を浴びている有望な材料がいくつかあるが、
その中でも低誘電率誘電体セラミック組成物のうちアルミナ－ガラス質複合体の場合、熱
的、化学的、機械的及び誘電特性が優れているため、多くの研究が進められてきた。アル
ミナは誘電率１０以下の代表的な誘電体材料として、機械的強度が非常に優れている。ま
た、ガラスがホウケイ酸塩ガラスである場合、誘電率をかなり下げることができ、誘電体
薄膜材料としても優れているが、基板材料として使用するには機械的強度を低下させると
いう問題がある。
【０００４】
　誘電率を下げつつ機械的強度をある程度維持するためにはアルミナより少し低い誘電率
を有する誘電体セラミックを使用する方法がある。ＭｇＡｌ２Ｏ４、ＺｎＡｌ２Ｏ４など
のスピネル構造を有するセラミックが低誘電率特性を有するセラミックとして広く知られ
ているが、大韓民国特許第２００６－０１０８２８３号公報を見ると、このような充填材
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を適用したＬＴＣＣ低誘電率誘電体組成物を公開したところがある。この組成物により製
造された試片の誘電特性を見ると、１ＭＨｚで誘電率４～９程度であり選択された組成物
によって誘電率を６以下に下げることが十分に可能である。また別の方法としては、ガラ
スを結晶化させてガラスにより低下された機械的強度を上げる方法がある。
【０００５】
　ガラスを結晶化させる方法として低温焼結させる方法があるが、低温焼結のためにはア
ルミナなどの充填材よりはガラスフリットが大部分を構成するため、焼結過程でガラスフ
リットに結晶化を引き起こして強度を向上させたりもする。しかし、焼結時に結晶化を引
き起こしながら緻密化も良好である条件を決めるのが非常に難しいという短所が存在する
。
【０００６】
　焼成する過程でガラスフリットの大部分が結晶化されることで微細な結晶が析出され、
このような結晶が破壊時に発生するクラックの進路を妨害することで強度を大きく向上さ
せるが、ガラスの組成を見てみると、結晶化が容易に起きるようにするためにＢ２Ｏ３は
少量使用し、主組成としてはＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３と合わせてＬｉ２Ｏ、Ｎａ２Ｏのよう
なアルカリ金属酸化物又はアルカリ土類酸化物の添加量が２０重量％以上で多量適用され
るが、このようなアルカリ金属酸化物又はアルカリ土類酸化物の適用は従来の高融点ホウ
ケイ酸塩ガラス組成とは異なり、製造された誘電体組成物の化学的耐久性を低下させると
いう問題点と、析出された結晶相の粒度を任意に制御することが難しいため９００℃以下
の焼成温度で組成物の最適緻密化を行うことが難しいという問題点があった。このような
主要結晶化ガラス組成系はディオプサイドとアノーサイト組成系があり、代表的な特許と
しては米国特許第６，９５３，７５６号明細書、米国特許第６，８９７，１７２号明細書
、特開２００３－１６５７６６号公報、特開２００４－２８４９３７号公報、特開２００
５－１５２３９号公報などがある。
【０００７】
　従って、産業界では既存の誘電体組成物の低い誘電率を維持しつつも機械的強度が優れ
た新規の低温焼成用誘電体セラミックに対する要求が増加している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】大韓民国特許第２００６-０１０８２８３号公報
【特許文献２】米国特許第６，９５３，７５６号明細書
【特許文献３】米国特許第６，８９７，１７２号明細書
【特許文献４】特開２００３－１６５７６６号公報
【特許文献５】特開２００４－２８４９３７号公報
【特許文献６】特開２００５－１５２３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明の発明者は既存の低温焼成用セラミック誘電体に対する問題点を解決す
るために努力、研究した結果、本発明者の特許発明である大韓民国登録特許第１０－０７
０４３１８号公報を改良して、既存の低温焼成用低誘電率セラミック誘電体組成物に核形
成剤の導入を通して部分的にガラスを結晶化させることで、機械的強度を大きく増加させ
るだけでなく、低誘電率を有するように組成物質間の最適組成比を探し出すことで本発明
を完成するに至った。即ち、本発明の目的は、機械的強度が優れた低温焼成用低誘電率セ
ラミック誘電体組成物及び低誘電率セラミック誘電体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するために、本発明の低温焼成用低誘電率セラミック誘電体組成物は、
ＳｉＯ２、Ｂ２Ｏ３、Ａｌ２Ｏ３、アルカリ土類酸化物及びアルカリ金属酸化物を含有す
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るホウケイ酸塩ガラスフリット４４重量％～６５重量％と、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、３Ａ
ｌ２Ｏ３・２ＳｉＯ２（ムライト）、（Ｍｇ，Ｆｅ３＋）２Ａｌ４Ｓｉ５Ｏ１８（コーデ
ィエライト）、ＭｇＡｌ２Ｏ４、ＭｇＳｉＯ３、Ｍｇ２ＳｉＯ４、ＭｇＢ２Ｏ４、ＳｒＳ
ｉＯ３、ＳｒＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８、ＳｒＢ２Ｏ４、ＺｎＡｌ２Ｏ４及びＺｒＳｉＯ４の中か
ら選択された１種又は２種以上の充填材３４重量％～５５重量％と、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２

、Ｌａ２Ｏ３及びＷＯ３の中から選択された１種又は２種以上の核形成剤０．１重量％～
５重量％とを含むことをその特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の低温焼成用低誘電率セラミック誘電体組成物及び低誘電率セラミック誘電体に
よると、９５０℃以下、好ましくは８００℃～９５０℃の低温で焼成が可能であり、４．
５～６．０範囲の低い誘電率及び０．１％以下の低い誘電損失率を有するだけでなく、２
００ＭＰａ以上の機械的強度を有するため耐衝撃性が強い。このような本発明は、高集積
電子部品、アンテナ部品、基板、特に低温同時焼成セラミック（ＬＴＣＣ、Ｌｏｗ Ｔｅ
ｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｃｏ－ｆｉｒｅｄ Ｃｅｒａｍｉｃ）基板などの製造の幅広い応用が
可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実験例２で実施したＳＥＭ写真として、図１（ａ）は実施例３の組成物を、そし
て図１（ｂ）は実施例６の組成物を利用して製造した低温焼成用低誘電率誘電体に対する
ＳＥＭ写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、先に紹介した本発明を更に詳しく説明する。
【００１４】
　本発明の低温焼成用低誘電率セラミック誘電体組成物は、ホウケイ酸塩ガラスフリット
、充填材及び核形成材を含むことにその特徴がある。
【００１５】
　このような本発明の前記誘電体組成物の組成物質及び組成比を具体的に説明すると、Ｓ
ｉＯ２、Ｂ２Ｏ３、Ａｌ２Ｏ３、アルカリ土類酸化物及びアルカリ金属酸化物を含有する
ホウケイ酸塩ガラスフリット４４重量％～６５重量％と、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、３Ａｌ

２Ｏ３・２ＳｉＯ２（ムライト）、（Ｍｇ，Ｆｅ３＋）２Ａｌ４Ｓｉ５Ｏ１８（コーディ
エライト）、ＭｇＡｌ２Ｏ４、ＭｇＳｉＯ３、Ｍｇ２ＳｉＯ４、ＭｇＢ２Ｏ４、ＳｒＳｉ
Ｏ３、ＳｒＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８、ＳｒＢ２Ｏ４、ＺｎＡｌ２Ｏ４及びＺｒＳｉＯ４の中から
選択された１種又は２種以上の充填材３４重量％～５５重量％と、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２、
Ｌａ２Ｏ３及びＷＯ３の中から選択された１種又は２種以上の核形成剤０．１重量％～５
重量％とを含むことをその特徴とする。
【００１６】
　本発明において、前記ホウケイ酸塩ガラスフリットはセラミック誘電体組成物の全体重
量に対して４４重量％～６５重量％を使用することが好ましいが、ここで、前記ホウケイ
酸塩ガラスフリットが４４重量％未満の場合、９５０℃以下の温度で焼成時に緻密化が十
分に行われないという問題が発生し得、６５重量％を超過すると、焼成時に過焼結現象お
よび器片変形が発生し得るため、前記範囲内で使用するのが良い。また、前記充填材はセ
ラミック誘電体組成物の全体重量に対して３４重量％～５５重量％を使用することが好ま
しいが、ここで、前記充填材の使用量が３４重量％未満の場合、機械的物性が減少すると
いう問題が発生し得、５５重量％を超過すると、焼結温度が増加するという問題が生じ得
る。そして、前記核形成剤はセラミック誘電体組成物の全体重量に対して０．１重量％～
５重量％を使用するのが良いが、ここで、前記核形成剤の使用量が０．１重量％未満の場
合、その使用量が非常に少なくガラスを十分に結晶化させることができないため、機械的
強度の上昇効果を得ることができず、５重量％を超過して使用すると、充填材の使用量が



(5) JP 4880022 B2 2012.2.22

10

20

30

40

50

増加すると同時に焼結温度が増加するという問題が発生し得るため、前記範囲内で使用す
ることが好ましい。
【００１７】
　このような本発明の低温焼成用低誘電率セラミック誘電体組成物は、核形成剤によりガ
ラスフリットの部分結晶化が起き、本発明の前記組成物を利用して製造した誘電体は、ウ
ォラストナイト（ＣａＳｉＯ３）、ランキナイト（Ｃａ３Ｓｉ２Ｏ７）、ラーナイト（Ｃ
ａ２ＳｉＯ４）、ハトルライト（Ｃａ３ＳｉＯ５）、ディオプサイド（ＣａＭｇＳｉ２Ｏ

６）及びアノーサイト（ＣａＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８）の中から選択された１種又は２種以上の
結晶相を有する。
【００１８】
　本発明の低温焼成用低誘電率セラミック誘電体組成物各々を次に説明する。
【００１９】
　－ホウケイ酸塩ガラスフリット－
　本発明において、低い誘電率を有する誘電体として導入された前記ホウケイ酸塩ガラス
フリットは、ＳｉＯ２、Ｂ２Ｏ３、Ａｌ２Ｏ３、アルカリ土類酸化物及びアルカリ金属酸
化物を含むが、その組成比率は、ＳｉＯ２６０モル％～７０モル％、Ｂ２Ｏ３１５モル％
～２５モル％、Ａｌ２Ｏ３１モル％～５モル％、アルカリ土類酸化物０．５モル％～１５
モル％及びアルカリ金属酸化物０．１モル％～３モル％を含むことをその特徴とする。こ
こで、前記ＳｉＯ２が前記ガラスフリット全体モル数に対して６０モル％未満の場合、化
学的安定性に問題が発生し得、７０モル％を超過すると、ガラスフリットを製造する時に
１６００℃の高温でもガラス化されないという問題が発生し得る。Ｂ２Ｏ３が１５モル％
未満のときガラス化問題が発生し得、２５モル％を超過すると、機械的、物理的問題が発
生し得る。また、前記Ａｌ２Ｏ３が前記ガラスフリット全体モル数に対して１モル％未満
の場合、化学的耐久性が低調するという問題が発生し得、５モル％を超過すると、ガラス
フリットを製造する時にガラス化温度が上昇し、ガラスの粘度を非常に高めるという問題
が発生し得る。前記アルカリ土類酸化物が０．５モル％未満の場合、ガラスの粘性流動を
円滑に生じさせる効果がなく、１５モル％を超過すると、結晶化が起きてガラスではない
結晶質が大部分を占めるという問題が発生し得る。アルカリ金属酸化物が０．１モル％未
満の場合、アルカリ土類と同様に粘性流動を円滑にする効果がほとんどなく、３モル％を
超過すると、ガラスフリットの誘電率の増加、化学的耐久性の弱化、水和反応などの問題
があるため、前記範囲内のモル比を有するように使用するのが良い。
【００２０】
　そして、前記ホウケイ酸塩ガラスフリットを構成する前記アルカリ金属酸化物はガラス
の網目を切り粘性流動を円滑にする役割をし、これに特別に限定しないが、Ｌｉ２Ｏ及び
Ｎａ２Ｏの中から選択された１種又は２種を使用することが好ましい。
【００２１】
　更に、前記ホウケイ酸塩ガラスフリットを構成する前記アルカリ土類酸化物はアルカリ
金属酸化物と同様にガラスフリットを製造する際、ガラスの粘性流動を円滑にする役割を
しながらも化学的安定性面でアルカリ金属酸化物より良好であるため、このようなアルカ
リ土類酸化物はＭｇＯ、ＣａＯ、ＳｒＯ及びＺｎＯの中から選択された１種又は２種以上
を使用することが好ましいが、これに特別に限定するわけではない。
【００２２】
　このような本発明の組成物質である前記ホウケイ酸塩ガラスフリットは、平均粒度が１
μｍ～４μｍ、好ましくは１．５μｍ～３．５μｍ、更に好ましくは２μｍ～３μｍであ
るものを使用するのが良いが、ここで、前記ホウケイ酸塩ガラスフリットの平均粒度が１
μｍ未満の場合、充填材と混合する過程で均一に分散されないという問題が発生し得、４
μｍを超過すると、焼成時に前記ガラスが液状化されて充填材との間の気孔を埋め、緻密
化が不良であり緻密化される速度も非常に遅いため、前記範囲の平均粒度を有するように
するのが良い。
【００２３】
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　－充填材－
　本発明の組成物質のうちの一つである前記充填材は、焼成過程で形状維持及び焼成体の
機械的強度を増加させる役割をするが、このような前記充填材は先で説明したように、Ａ
ｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、３Ａｌ２Ｏ３・２ＳｉＯ２（ムライト）、（Ｍｇ，Ｆｅ３＋）２Ａ
ｌ４Ｓｉ５Ｏ１８（コーディエライト）、ＭｇＡｌ２Ｏ４、ＭｇＳｉＯ３、Ｍｇ２ＳｉＯ

４、ＭｇＢ２Ｏ４、ＳｒＳｉＯ３、ＳｒＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８、ＳｒＢ２Ｏ４、ＺｎＡｌ２Ｏ

４及びＺｒＳｉＯ４の中から選択された１種又は２種以上の充填材を使用することができ
る。
【００２４】
　－核形成剤－
本発明の主要組成物質のうちの一つである前記核形成剤は先で説明したように、ガラスフ
リットの部分的な結晶化を引き起こして機械的強度を向上させる役割をするが、これに特
別に限定しないが、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２、Ｌａ２Ｏ３及びＷＯ３の中から選択された１種
又は２種以上を使用するのが良い。
【００２５】
　このような低温焼成用低誘電率セラミック誘電体組成物は、誘電率４．５～６．０の低
い誘電率、０．０４％～０．１％の低い誘電損失率及び２００ＭＰａ以上の優れた機械的
強度を有する。
【００２６】
　以下ではこのような本発明の低温焼成用低誘電率セラミック誘電体組成物の製造方法に
ついて説明する。
【００２７】
　－製造方法－
　本発明は４段階を経て製造が可能であり、各段階別に詳しく説明すると次のとおりであ
る。
【００２８】
　まず、第１段階では、ＳｉＯ２、Ｂ２Ｏ３、Ａｌ２Ｏ３、アルカリ土類酸化物及びアル
カリ金属酸化物のパウダーを乾式混合法にて混合した後、前記混合物を１４５０℃～１６
５０℃で溶融及び急冷してガラスを得る。そして第２段階では、前記ガラスを粗粉砕及び
微粉砕して平均粒度１μｍ～４μｍのサイズを有するホウケイ酸塩ガラスフリットを得る
。
【００２９】
　第３段階では、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、３Ａｌ２Ｏ３・２ＳｉＯ２（ムライト）、（Ｍ
ｇ，Ｆｅ３＋）２Ａｌ４Ｓｉ５Ｏ１８（コーディエライト）、ＭｇＡｌ２Ｏ４、ＭｇＳｉ
Ｏ３、Ｍｇ２ＳｉＯ４、ＭｇＢ２Ｏ４、ＳｒＳｉＯ３、ＳｒＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８、ＳｒＢ２

Ｏ４、ＺｎＡｌ２Ｏ４及びＺｒＳｉＯ４の中から選択された１種又は２種以上の混合粉末
を、更に詳しくはこれらのうちムライト、コーディエライト、ＭｇＡｌ２Ｏ４、ＭｇＳｉ
Ｏ３、Ｍｇ２ＳｉＯ４、ＭｇＢ２Ｏ４、ＳｒＳｉＯ３、ＳｒＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８、ＳｒＢ２

Ｏ４、及びＺｎＡｌ２Ｏ４の中から選択された１種又は２種以上の混合粉末を準備して、
これを１，０００℃～１，２００℃の範囲で空気中で２時間～３時間か焼させて充填材を
得る。
【００３０】
　最後に前記第２段階で得た前記ホウケイ酸塩ガラスフリットと前記第３段階で製造した
充填材及びＺｒＯ２、ＴｉＯ２、Ｌａ２Ｏ３及びＷＯ３の中から選択された１種又は２種
以上の核形成剤を混合した後、これを８００℃～９５０℃で焼成させる第４段階を通して
本発明を製造することができる。
【００３１】
　前記製造方法で使用されるガラスフリット、充填材及び核形成剤の含有量とこれら各々
を構成する構成物質の構成比率とこれらの特徴は先で説明したところと同一である。
【００３２】
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　前記第１段階において、前記混合物を１４５０℃未満で溶融時、ＳｉＯ２のような高融
点粉末が溶融されないという問題が発生し得、１６５０℃を超過する温度で溶融時、白金
るつぼとの反応や変形をもたらし得、前記第３段階において、前記混合物を１，０００℃
未満でか焼時、未反応の粉末相が存在し得、１，２００℃を超過する温度でか焼時、合成
上の粒子が成長するという問題が発生し得るため、前記範囲の温度を維持するのが良い。
そして、第４段階において、８００℃未満で焼成時、緻密化が十分に行われず、９５０℃
を超過する温度で焼成時、試片の変形や内部気孔が成長する過焼結が生じ得るため、前記
範囲の温度を維持するのが良い。
【００３３】
　先で説明した本発明の低温焼成用低誘電率セラミック誘電体は、高集積電子部品、アン
テナ部品、基板、特に低温同時焼成セラミック（ＬＴＣＣ）基板などに使用することがで
きる。
【００３４】
　以下では本発明を実施例に依拠して更に詳細に説明する。しかし、本発明の権利範囲が
下記実施例に限定されるわけではない。
【００３５】
　（実施例）
　－製造例－
　＜ホウケイ酸塩ガラスフリットの製造＞
　下記表１に表示される様々なタイプのホウケイ酸塩ガラスフリットを製造するために、
表１に表示された成分を乾式混合した後、前記混合物を白金るつぼに入れて約１６３０℃
の温度で溶融して得た溶融液を水冷槽で急冷させてガラスを得た後、得たガラスを１次粗
粉砕させ、これを再び２次として微粉砕させて平均粒度２μｍ～３μｍのホウケイ酸塩ガ
ラスフリットを得た。
【００３６】
【表１】

【００３７】
　－実施例１～１０及び比較例１～１０－
　＜低温焼成用低誘電率セラミック誘電体組成物の製造＞
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　下記表２に表示される低温焼成用低誘電率セラミック誘電体組成物を利用して低温焼成
用低誘電率セラミック組成物を製造して、実施例１～１０及び比較例１～１０を製造した
。
【００３８】
【表２】

【００３９】
　実施例１
　物性測定実験
　前記実施例及び比較例で製造した組成物を下記表３で表示した温度で焼成した後、低温
焼成用低誘電率セラミック誘電体を製造し、製造された誘電体各々の機械的物性、誘電率
及び誘電損失率を測定し、その結果を下記表３に示した。
【００４０】
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【００４１】
　前記表３の実験結果を見てみると、核形成剤を使用した本発明の実施例１～１０の組成
物を焼成させて製造した低温焼成用低誘電率セラミック誘電体が、核形成剤を使用しなか
った比較例１～１０の組成物を焼成させて製造した低温焼成用低誘電率セラミック誘電体
より機械的強度が非常に優れていることを確認することができる。そして、誘電率は比較
例よりは若干高いが、非常に低い誘電率を見せており、誘電損失率もまた非常に低いこと
を確認することができる。
【００４２】
　実施例２
　ＳＥＭ電子顕微鏡測定
　前記実施例１で製造した実施例３及び実施例６の低温焼成用低誘電率セラミック誘電体
の走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）の写真を図１（ａ）及び図１（ｂ）に各々示した。図１から
分かるように、各々最適の焼結温度で焼成相対密度が９７％以上で、ＳＥＭ写真の観察を
通しても気孔がほぼない緻密化された結果を得ることができた。



(10) JP 4880022 B2 2012.2.22

【図１】



(11) JP 4880022 B2 2012.2.22

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100117581
            弁理士　二宮　克也
(74)代理人  100117710
            弁理士　原田　智雄
(74)代理人  100121728
            弁理士　井関　勝守
(74)代理人  100124671
            弁理士　関　啓
(74)代理人  100131060
            弁理士　杉浦　靖也
(72)発明者  朴　正賢
            大韓民国京畿道安山市常緑區一洞６６０－１１　ジョンウ４０１
(72)発明者  朴　宰寛
            大韓民国ソウル特別市蘆原區下渓洞３５４　ハンヨウル青丘アパート１０４－６０１
(72)発明者  李　港遠
            大韓民国ソウル特別市西大門區霊泉洞　サンホアパート１０１－１０２
(72)発明者  金　東完
            大韓民国ソウル特別市衿川區始興２洞　ビョクサンアパート５２１－６１１
(72)発明者  崔　▲きょん▼鎭
            大韓民国ソウル特別市中浪區面牧洞１４２－６４　ポイントアートヴィルＡ－４０１

    審査官  櫻木　伸一郎

(56)参考文献  特開平０５－１６７２０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０１６１６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６３－０５０３４５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０４Ｂ　　３５／１６　　　　
              Ｈ０５Ｋ　　　１／０３　　　　
              Ｃ０３Ｃ　　１４／００　　　　
              Ｈ０１Ｂ　　　３／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

